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EXERCICE N° 1 ( 07 Pts)
	On considère le circuit donné par la figure.1.  
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 Fig . 1

 On donne : R1 = R2 = R3 = R4 = R5  = 1 kΩ , R6 = R7 = 10 kΩ,  E1  = 12 V et E2= 6 V
1°) Expliquer le théorème de thévenin 
2°) Déterminer les éléments ( RBD,  EBD) du dipôle équivalent BD ( fig.2) a partir  du schéma précédent (Fig.1)  en appliquant le théorème de Thévenin. 
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Fig.2                                  
3°) Déduire le courant qui circule dans la résistance R6 ,  faire l’application numérique.


EXERCICE N° 2 ( 07 Pts)

On considère une source de tension Ve ( Fig .3) en série avec une résistance R parcourue par un courant I et chargée par une diode zener. La tension de sortie Vs est prise aux bornes de la diode zener comme l’indique la figure .2. Les caractéristiques de la diode zener sont :
Vz0 = 12 V, Rz = 25   et Pmax = 100mW.
1° Calculer la valeur qu’il faut donner à la résistance R pour que Vs soit égale à 12.01 V quant la tension d’entrée Ve = 25V.
2° Quelles sont alors les puissances dissipées dans la résistance R et dans la diode zener
3° Quelles sont les valeurs maximums possibles pour le courant I, la tension de sortie Vs et la tension  d’entrée Ve.
4° Quelle sera l’état de la diode zener si la tension Ve est de 272 Volts ?
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Fig.3

Questions de cours ( 06 Pts)
1°) Quelle est la différence entre une diode normale et une diode zener, donner leur symboles et leur domaines d’applications.   
2°) Montrer que pour un quadripôle  quelconque les expressions des gains en courant et en tension ont pour relation : GvdB = 20Log|Gv|  et  GidB = 20Log|Gi  |
3°) Une diode à jonction PN au silicium a un courant de saturation Is, un coefficient d’émission n, parcouru par un courant Id en série avec une résistance d’accès Rs. 
a)  Déterminer l’expression de la résistance dynamique Rd .
b) Quelle est l’expression du coefficient en température de cette diode lorsque le courant  Id est constant.
c) Cette diode à jonction PN au silicium est maintenant polarisée dans le sens inverse par une tension Vinverse. Donner la relation de la capacité de transition de cette diode et tracer l’allure de la courbe CT=f(Vinverse).
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